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 タンデムミラー型プラズマ実験装置ガンマ

10はプラズマのMHD安定化を計るため、アンカ
ー部においてイオンサイクロトロン周波数帯

(ICRF)の高周波を用いた高温・高密度プラズマ
生成を行っている。近年アンカー部に設置され

たDouble Arc Type (DAT)高周波アンテナによ
り、プラズマ生成・加熱を直接行う実験が進め

られ、高周波入射条件の違いによる各種パラメ

ータの変化が観測されている。これに伴うアン

カー部パラメータの変化を計測するため、半導

体検出器を用いた計測システムを設置した。 
	
 アンカー部は、極小磁場形成のため複雑に組

み合わされたコイルによりプラズマ計測のた

めのスペースが限られている。半導体検出器は

複雑な磁場配位の中でも使用可能で、コンパク

トな検出器として構築可能である。アンカー部

半導体検出器は、エネルギー感度の異なる検出

器を用いて同時計測を行い、２つの検出器出力

の強度比からX線や荷電交換中性粒子のエネル

ギー分析が出来るよう設計され、更に薄膜吸収

法も行なえる構造にしている。 
	
 従来、ガンマ10実験では主にセントラル部両
端(東西)に設置されたType-IIIアンテナから伝
搬した高周波がアンカー部共鳴領域で吸収さ

れ、アンカー部プラズマ加熱を行っている。こ

こに、DATアンテナからType-IIIアンテナと同
じ周波数の高周波を印加すると、２つのアンテ

ナ間の位相差に応じて線密度、反磁性量等が増

減する。西アンカー部にはアンカー部ミッドプ

レーンのセントラル側(WAI)とエンド側(WAO)
の２箇所にDATアンテナが設置されており、ア
ンテナ配位の違いにより半導体検出器の強度

比、セントラル部反磁性量、西アンカー部線密

度のアンテナ間位相差依存性が異なることが

観測された(図１)。その他の条件の実験結果も
合わせて報告する。 
本研究は、NIFS 双方向型共同研究（NIFS14 
KUGM086）のもと実施された。 
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図１	
 半導体検出器の強度比、セントラル部反磁性量、西アンカー部線密度の (a)西側 Type-IIIとWAI-DAT

アンテナ間位相差 及び (b) 西側 Type-IIIとWAO-DATアンテナ間位相差に対する依存性 


